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Ｓｉ細線導波路技術はきわめて小型の光回路を実

現できることやコスト優位性により盛んに研究が行

われている。コヒーレント通信用には、受信側で局

発光と信号光を干渉させて信号を取り出すために

90°ハイブリッドと呼ばれる素子が使用される。こ

れまでいくつかの Si 導波路を使用した 90°ハイブ

リッドが報告されている。方式としては大別して、

2x4 MMIカプラを使用したもの[1, 2]と、2x2および

1x2 MMIカプラを組み合わせてもの[3, 4]が知られて

いる。この報告ではより多く使用されている後者の

方法で新たな構造を提案する。 

従来、2x2および 1x2 MMIカプラを組み合わせた

ものでは、これらをシングルモード導波路で接続し

ている。これに対して、我々は作製誤差に強い多モ

ード導波路による MMI カプラを使用して接続を実

現することを目指した。図１にこの素子の基本構造

を示す。前段の 1x2および 2x2 MMIカプラと後段の

2x2 MMI カプラを直接、サイドの接続用 1x1 MMI

カプラと中央の接続用 2x2 MMIカプラでつないでい

る。1x1 MMI カプラは入力と同一側で出力し、2x2 

MMI カプラは同じ長さでクロス状に出力されるよ

うに幅を設定する。これらのサイドと中央の接続用

MMIカプラの間の位相差は必ずπになり、90°ハイ

ブリッドとしての動作が可能である。 

220 nmの厚みの Si導波路を用いて 1550 nm波長に合わせて設計を行った。使用した 2x2 MMIカプラの幅は 2.4 

mである。素子の全長は 87 m、幅は 7.7 mとなった。専有面積としてはこの種の素子で最も小さくできている。

図２に 3次元 BPMによるシミュレーションを用いて、入力信号光の位相に対して各出力ポートでの応答を求めた

結果を示す。信号光に対する挿入損失は 0.75~0.85 dB程度となった。シミュレーションの結果からは 90°ハイブ

リッドとしての所望の特性を得ることができた。 
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図１ 素子の基本構造  
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図 2 3次元 BPMによる位相特性シミュレーション 
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